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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極、前記ゲート電極と絶縁された活性層、前記ゲート電極と絶縁され、前記活
性層にコンタクトされるソース電極及びドレイン電極、及び前記ソース電極及びドレイン
電極と前記活性層との間に介された絶縁層を備える薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタに電気的に連結された有機発光素子と、を備え、
　前記絶縁層は、活性層上に形成され、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記絶縁層上に形成され、かつ、前記活性層
にコンタクトされ、
　前記ソース電極は、相互分離形成された第１ソース電極及び第２ソース電極と、前記第
１ソース電極及び前記第２ソース電極を電気的に連結する第３ソース電極とを備え、
　前記ドレイン電極は、相互分離形成された第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極と、
前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイン電極を電気的に連結する第３ドレイン電極と
を備え、
　前記薄膜トランジスタと前記有機発光素子との間に、前記第１及び第２ソース電極、及
び前記第１及び第２ドレイン電極を覆うようにパッシベーション層が介在され、
　前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出されるよ
うに、前記パッシベーション層にホールが形成され、前記ホールを充填するように、前記
第３ソース電極が形成されて、前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とが電気的に連
結され、
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　前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出され
るように、前記パッシベーション層にホールが形成され、前記ホールを充填するように、
前記第３ドレイン電極が形成されて、前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とが
電気的に連結されることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第１ソース電極及び前記第１ドレイン電極は、前記活性層が形成された領域と対応
する領域に形成されることを特徴とする請求項１に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記ゲート電極のコーナーと対応する領域に
は形成されないことを特徴とする請求項１に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイ
ン電極は、平坦に形成されることを特徴とする請求項１に記載の有機発光ディスプレイ装
置。
【請求項５】
　前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイ
ン電極は、前記絶縁層が平坦に形成された領域の上部のみに形成されることを特徴とする
請求項１に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記有機発光素子は、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された第１電極と、
　前記第１電極上に形成される有機層と、
　前記有機層上に形成される第２電極と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の有
機発光ディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記第１電極、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、同一層に同一物質で
所定間隔離隔されて形成されることを特徴とする請求項６に記載の有機発光ディスプレイ
装置。
【請求項８】
　前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ群から選択
された一つ以上の物質を含むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光ディスプレイ装
置。
【請求項９】
　基板上にゲート電極を形成する工程と、
　前記基板上に前記ゲート電極を覆うゲート絶縁層を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁層上に活性層を形成する工程と、
　前記活性層の少なくともチャネル領域を覆う絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層上に前記活性層とコンタクトされるソース電極及びドレイン電極を形成する
工程と、
　前記ソース電極及びドレイン電極のうち一つと電気的に連結された有機発光素子を形成
する工程と、を含み、
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成する工程は、
　相互離隔されて形成された第１ソース電極及び第２ソース電極を形成する工程と、
　前記第１ソース電極及び前記第２ソース電極を電気的に連結する第３ソース電極を形成
する工程と、
　相互離隔されて形成された第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極を形成する工程と、
　前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイン電極を電気的に連結する第３ドレイン電極
を形成する工程と、を含み、
　前記第１及び第２ソース電極、及び前記第１及び第２ドレイン電極を覆うようにパッシ
ベーション層を形成し、
　前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出されるよ
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うに、前記パッシベーション層にホールを形成し、前記ホールを充填するように、前記第
３ソース電極を形成して、前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とを電気的に連結し
、
　前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出され
るように、前記パッシベーション層にホールを形成し、前記ホールを充填するように、前
記第３ドレイン電極を形成して、前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とを電気
的に連結することを特徴とする有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１ソース電極及び前記第１ドレイン電極は、前記活性層が形成された領域と対応
する領域に前記活性層とコンタクトするように形成されることを特徴とする請求項９に記
載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成する工程は、
　前記ゲート電極のコーナーの上部には、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が形成さ
れないようにすることを特徴とする請求項９に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方
法。
【請求項１２】
　前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイ
ン電極は、平坦に形成されることを特徴とする請求項９に記載の有機発光ディスプレイ装
置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイ
ン電極は、前記絶縁層が平坦に形成された領域の上部のみに形成されることを特徴とする
請求項９に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記ソース電極及びドレイン電極のうち一つと電気的に連結された有機発光素子を形成
する工程は、
　前記ソース電極及びドレイン電極のうち一つに第１電極を電気的に連結する工程と、
　前記第１電極上に有機層を形成する工程と、
　前記有機層上に第２電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする請求項９に記載の
有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第１電極、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、同一層に同一物質で
所定間隔離隔されて形成されることを特徴とする請求項１４に記載の有機発光ディスプレ
イ装置の製造方法。
【請求項１６】
　基板上にゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極の上部に前記ゲート電極と絶縁された活性層を形成する工程と、
　前記活性層上に絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層上に導電層を形成する工程と、
　前記導電層をパターニングして、第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極
及び第２ドレイン電極を形成する工程と、
　前記第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極を覆う
ようにパッシベーション層を形成する工程と、
　前記第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極のそれ
ぞれの少なくとも一部が露出されるように、前記パッシベーション層にホールを形成する
工程と、
　前記第１ソース電極と第２ソース電極とを電気的に連結する第３ソース電極と、前記第
１ドレイン電極と第２ドレイン電極とを電気的に連結する第３ドレイン電極とを形成する
工程と、
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　前記第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極のうち
少なくとも一つと電気的に連結された有機発光素子を形成する工程と、を含み、
　前記絶縁層上に導電層を形成する工程では、前記活性層の少なくとも一部が露出される
ように、前記絶縁層にホールを形成した後に、前記絶縁層上及び前記ホール内に導電層を
形成し、
　前記導電層をパターニングして、第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極
及び第２ドレイン電極を形成する工程では、前記第１ソース電極及び前記第１ドレイン電
極を前記活性層にコンタクトさせ、
　前記第３ソース電極と前記第３ドレイン電極とを形成する工程では、
　前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出されるよ
うに、前記パッシベーション層に形成されたホールを充填して前記第３ソース電極を形成
し、
　前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出され
るように、前記パッシベーション層に形成されたホールを充填して前記第３ドレイン電極
を形成することを特徴とする有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイ
ン電極は、平坦に形成されることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光ディスプレイ
装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及び前記第２ドレイ
ン電極は、前記絶縁層が平坦に形成された領域の上部のみに形成されることを特徴とする
請求項１６に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極のうち
少なくとも一つと電気的に連結された有機発光素子を形成する工程は、
　前記第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極のうち
少なくとも一つに第１電極を電気的に連結する工程と、
　前記第１電極上に有機層を形成する工程と、
　前記有機層上に第２電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする請求項１６に記載
の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１電極、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、同一層に同一物質で
所定間隔離隔されて形成されることを特徴とする請求項１９に記載の有機発光ディスプレ
イ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光ディスプレイ装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平板表示装置は、発光型と受光型とに大別されうる。発光型としては、平板陰極線管と
、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ
Ｄｉｓｐｌａｙ Ｐａｎｅｌ)と、電界発光素子と、発光ダイオード(Ｌｉｇｈｔ
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ)とがある。受光型としては、液晶ディスプレイ(
ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ)を挙げられる。このうち、電界
発光素子は、視野角が広く、コントラストが優秀であるだけでなく、応答速度が速いとい
う長所を有しているので、次世代表示素子として注目されている。このような電子発光素
子は、発光層を形成する物質によって、無機電界発光素子と有機電界発光素子とに区分さ
れる。
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【０００３】
　このうち、有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物を電気的に励起させて発光させる自
発光型ディスプレイであって、低い電圧で駆動が可能であり、薄型化が容易であり、広視
野角、速い応答速度など、ＬＣＤにおいて問題点と指摘されることを解決できる次世代デ
ィスプレイとして注目されている。
【０００４】
　有機電界発光素子は、アノード電極とカソード電極との間に有機物からなる発光層を備
えている。有機電界発光素子は、これらの電極に陽極及び陰極の電圧がそれぞれ印加され
ることによって、アノード電極から注入された正孔が正孔輸送層を経由して発光層に移動
し、電子は、カソード電極から電子輸送層を経由して発光層に移動し、発光層で電子と正
孔とが再結合して、励起子を生成する。
【０００５】
　この励起子が励起状態から基底状態に変化するにつれて、発光層の蛍光性分子が発光す
ることによって、画像を形成する。フルカラー型有機電界発光素子の場合には、赤(Ｒ)、
緑(Ｇ)、青(Ｂ)の三色を発光する画素を備えるようにすることによって、フルカラーを具
現する。
【０００６】
　一方、電界発光素子やＬＣＤなど、平板表示装置に使われる薄膜トランジスタ(Ｔｈｉ
ｎＦｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）は、各画素の動作を制御するスイッチング
素子及び画素を駆動させる駆動素子として使われる。このようなＴＦＴは、基板上に高濃
度の不純物でドーピングされたドレイン領域、ソース領域、及びドレイン領域とソース領
域との間に形成されたチャネル領域を有する半導体活性層を有し、この半導体活性層上に
形成されたゲート絶縁膜と、活性層のチャネル領域の上部に形成されたゲート電極とで構
成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２５０３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、ソース/ドレイン電極のコーナー部分に強くかかる
電界による絶縁破壊及び素子劣化現象を防止できる有機発光ディスプレイ装置及びその製
造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ゲート電極、前記ゲート電極
と絶縁された活性層、前記ゲート電極と絶縁され、前記活性層にコンタクトされるソース
電極及びドレイン電極、及び前記ソース電極及びドレイン電極と前記活性層との間に介在
された絶縁層を備えるＴＦＴ；前記ＴＦＴに電気的に連結された有機発光素子；を備え、
前記ソース電極は、相互分離形成された第１ソース電極及び第２ソース電極と、前記第１
ソース電極及び前記第２ソース電極を電気的に連結する第３ソース電極とを備え、前記ド
レイン電極は、相互分離形成された第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極と、前記第１
ドレイン電極及び前記第２ドレイン電極を電気的に連結する第３ドレイン電極とを備える
ことを特徴とする有機発光ディスプレイ装置が提供される。
【００１０】
　本発明において、前記第１ソース電極及び前記第１ドレイン電極は、前記活性層が形成
された領域と対応する領域に形成されうる。
【００１１】
　本発明において、前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記ゲート電極のコーナー
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と対応する領域には、形成されない。
【００１２】
　本発明において、前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及
び前記第２ドレイン電極は、平坦に形成されうる。
【００１３】
　本発明において、前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及
び前記第２ドレイン電極は、前記絶縁層が平坦に形成された領域の上部のみに形成されう
る。
【００１４】
　本発明において、前記ＴＦＴと前記有機発光素子との間に、前記ソース電極及びドレイ
ン電極を覆うようにパッシベーション層が介在されうる。
【００１５】
　ここで、前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とのそれぞれ少なくとも一部が露出
するように、前記パッシベーション層にホールが形成され、前記ホールを充填するように
、前記第３ソース電極が形成されて、前記第１ソース電極と前記第２ソース電極とが電気
的に連結され、前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とのそれぞれの少なくとも
一部が露出するように、前記パッシベーション層にホールが形成され、前記ホールを充填
するように前記第３ドレイン電極が形成されて、前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイ
ン電極とが電気的に連結されうる。
【００１６】
　本発明において、前記有機発光素子は、前記ＴＦＴに電気的に連結された第１電極と、
前記第１電極上に形成される有機層と、前記有機層上に形成される第２電極と、を備えう
る。
【００１７】
　ここで、前記第１電極、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、同一層に同
一物質で所定間隔離隔されて形成されうる。
【００１８】
　本発明において、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉ
ｕｍ
Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ群から選
択された一つ以上の物質を含みうる。
【００１９】
　他の側面に関する本発明は、基板上にゲート電極を形成する工程と、前記基板上に前記
ゲート電極を覆うゲート絶縁層を形成する工程と、前記ゲート絶縁層上に活性層を形成す
る工程と、前記活性層の少なくともチャネル領域を覆う絶縁層を形成する工程と、前記絶
縁層上に前記活性層とコンタクトされるソース電極及びドレイン電極を形成する工程と、
前記ソース及びドレイン電極のうち一つと電気的に連結された有機発光素子を形成する工
程と、を含み、前記ソース電極及びドレイン電極を形成する工程は、相互離隔されて形成
された第１ソース電極及び第２ソース電極を形成する工程と、前記第１ソース電極及び前
記第２ソース電極を電気的に連結する第３ソース電極を形成する工程と、相互離隔されて
形成された第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極を形成する工程と、前記第１ドレイン
電極及び前記第２ドレイン電極を電気的に連結する第３ドレイン電極を形成する工程と、
を含む有機発光ディスプレイ装置の製造方法を提供する。
【００２０】
　本発明において、前記第１ソース電極及び前記第１ドレイン電極は、前記活性層が形成
された領域と対応する領域に、前記活性層とコンタクトするように形成されうる。
本発明において、前記ソース電極及びドレイン電極を形成する工程は、前記ゲート電極の
コーナーの上部には、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が形成されないようにできる
。
【００２１】
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　本発明において、前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及
び前記第２ドレイン電極は、平坦に形成されうる。
【００２２】
　本発明において、前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及
び前記第２ドレイン電極は、前記絶縁層が平坦に形成された領域の上部のみに形成されう
る。
【００２３】
　本発明において、前記ソース及びドレイン電極のうち一つと電気的に連結された有機発
光素子を形成する工程は、前記ＴＦＴに第１電極を電気的に連結する工程と、前記第１電
極上に有機層を形成する工程と、前記有機層上に第２電極を形成する工程と、を含みうる
。
【００２４】
　ここで、前記第１電極、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、同一層に同
一物質で所定間隔離隔されて形成されうる。
【００２５】
　さらに他の側面に関する本発明は、基板上にゲート電極を形成する工程と、前記ゲート
電極の上部に前記ゲート電極と絶縁された活性層を形成する工程と、前記活性層上に絶縁
層を形成する工程と、前記絶縁層上に導電層を形成する工程と、前記導電層をパターニン
グして、第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極を形
成する工程と、前記第１ソース電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイ
ン電極を覆うように、パッシベーション層を形成する工程と、前記第１ソース電極、第２
ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極のそれぞれの少なくとも一部が露出
されるように、前記パッシベーション層にホールを形成する工程と、前記第１ソース電極
と第２ソース電極とを電気的に連結する第３ソース電極と、前記第１ドレイン電極と第２
ドレイン電極とを電気的に連結する第３ドレイン電極を形成する工程と、前記第１ソース
電極、第２ソース電極、第１ドレイン電極及び第２ドレイン電極のうち少なくとも一つと
電気的に連結された有機発光素子を形成する工程と、を含む有機発光ディスプレイ装置の
製造方法を提供する。
【００２６】
　本発明において、前記第３ソース電極と前記第３ドレイン電極とを形成する工程は、前
記第１ソース電極と前記第２ソース電極とのそれぞれの少なくとも一部が露出されるよう
に、前記パッシベーション層に形成されたホールを充填して前記第３ソース電極が形成さ
れ、前記第１ドレイン電極と前記第２ドレイン電極とのそれぞれの少なくとも一部が露出
されるように、前記パッシベーション層に形成されたホールを充填して前記第３ドレイン
電極が形成されうる。
【００２７】
　本発明において、前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及
び前記第２ドレイン電極は、平坦に形成されうる。
【００２８】
　本発明において、前記第１ソース電極、前記第２ソース電極、前記第１ドレイン電極及
び前記第２ドレイン電極は、前記絶縁層が平坦に形成された領域の上部のみに形成されう
る。
【００２９】
　本発明において、前記第１電極、前記第３ソース電極及び前記第３ドレイン電極は、同
一層に同一物質で所定間隔離隔されて形成されうる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上説明したように本発明によれば、ソース/ドレイン電極のコーナーにかかる強い電
界効果による絶縁破壊現象及び素子劣化現象を防止でき、これにより、素子不良が減少す
る効果が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の望ましい一実施形態による有機発光ディスプレイ装置を概略的に示す断
面図である。
【図２】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図３】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図４】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図５】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図６】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図７】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図８】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図９】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図１０】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図１１】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図１２】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図１３】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【図１４】図１による実施形態の製造方法を順次に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３３】
　図１は、本発明の望ましい一実施形態による有機発光ディスプレイ装置を概略的に示し
た断面図である。
【００３４】
　図１を参照すれば、基板１上に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ
Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）２と有機発光素子３とが備えられる。図１は、有機発
光ディスプレイ装置の一画素の一部を示した図面であって、本発明の有機発光ディスプレ
イ装置は、このような画素が複数個存在する。
【００３５】
　前記ＴＦＴ ２は、基板１上に形成されたゲート電極２１と、このゲート電極２１を覆
うゲート絶縁層２２と、ゲート絶縁層２２上に形成された活性層２３と、活性層２３を覆
うようにゲート絶縁層２２上に形成された絶縁層２４と、絶縁層２４上に形成されて、活
性層２３とコンタクトされるソース電極２５及びドレイン電極２６と、を備える。図１に
は、ボトムゲート構造のＴＦＴ
２を例示したが、本発明の権利範囲は、必ずしもこれに限定されず、トップゲート構造の
ＴＦＴにも適用可能である。
【００３６】
　基板１上には、酸化シリコンなどの無機物で、バッファ層(図示せず）がさらに形成さ
れている。
【００３７】
　このような基板１上に形成されたゲート電極２１は、導電性金属で単層あるいは複層に
形成されうる。前記ゲート電極２１は、モリブデンを含みうる。
【００３８】
　ゲート絶縁層２２は、酸化シリコン、酸化タンタル、または酸化アルミニウムで形成さ
れうるが、必ずしもこれに限定されない。
【００３９】
　ゲート絶縁層２２上には、パターニングされた活性層２３が形成される。活性層２３は
、無機半導体または有機半導体から選択されて形成されうるものであって、ソース/ドレ
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イン領域にｎ型またはｐ型不純物がドーピングされており、これらのソース領域とドレイ
ン領域とを連結するチャネル領域２３ａを備える。
【００４０】
　活性層２３を形成する無機半導体は、ＣｄＳ、ＧａＳ、ＺｎＳ、ＣｄＳｅ、ＣａＳｅ、
ＺｎＳｅ、ＣｄＴｅ、ＳｉＣ、及びＳｉを含みうる。
【００４１】
　そして、活性層２３を形成する有機半導体には、高分子として、ポリチオフェン及びそ
の誘導体、ポリパラフェニレンビニレン及びその誘導体、ポリパラフェニレン及びその誘
導体、ポリフルオレン及びその誘導体、ポリチオフェンビニレン及びその誘導体、ポリチ
オフェンヘテロ環芳香族共重合体及びその誘導体を含み、低分子として、ペンタセン、テ
トラセン、ナフタレンのオリゴアセン及びこれらの誘導体、アルファ(α)－６－チオフェ
ン、アルファ(α)－５－チオフェンのオリゴチオフェン及びこれらの誘導体、金属を含有
したり含有していないフタロシアニン及びこれらの誘導体、ピロメリット酸二無水物（Ｐ
ＭＤＡ：Ｐｙｒｏｍｅｌｌｉｔｉｃ
Ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）またはピロメリット酸ジイミド及びこれらの誘導体、ぺリレン
テトラカルボン酸二無水物（ＰＴＣＤＡ：Ｐｅｒｙｌｅｎｅ Ｔｅｔｒａｃａｒｂｏｘｙ
ｌｉｃ
Ｄｉａｎｈｙｄｒｉｄｅ）またはぺリレンテトラカルボン酸ジイミド及びこれらの誘導体
を含みうる。
【００４２】
　また、活性層２３は、酸化物半導体で形成され、詳細には、ガリウム(Ｇａ)、リン(Ｉ
ｎ)、亜鉛(Ｚｎ)及びスズ(Ｓｎ)群から選択された一つ以上の元素及び酸素を含みうる。
例えば、前記活性層２３は、ＺｎＯ、ＺｎＧａＯ、ＺｎＩｎＯ、ＧａＩｎＯ、ＧａＳｎＯ
、ＺｎＳｎＯ、ＩｎＳｎＯ、ＨｆＩｎＺｎＯまたはＺｎＧａＩｎＯなどの物質を含み、望
ましくは、Ｇ－Ｉ－Ｚ－Ｏ層[ａ(Ｉｎ２Ｏ３)ｂ(Ｇａ２Ｏ３)ｃ(ＺｎＯ)層](ａ、ｂ、ｃ
は、それぞれａ≧０、ｂ≧０、ｃ＞０の条件を満足させる実数)でありうる。
【００４３】
　このような活性層２３を覆うように、絶縁層２４が形成される。前記絶縁層２４は、特
に活性層２３のチャネル２３ａを保護するためのものであって、図１に示したように、前
記絶縁層２４は、ソース/ドレイン電極２５,２６とコンタクトされる領域を除外した活性
層２３の全体を覆うようにできるが、必ずしもこれに限定されず、図面に示されていない
が、チャネル２３ａの上部のみに形成されることもある。
【００４４】
　一方、絶縁層２４上には、ソース電極２５及びドレイン電極２６が前記活性層２３とコ
ンタクトされるように形成される。
【００４５】
　ここで、本発明の一実施形態に関する有機発光ディスプレイ装置は、ソース電極２５と
ドレイン電極２６とは、それぞれ分離されて形成された第１電極及び第２電極と、前記第
１電極及び第２電極を連結する第３電極とを備えることを特徴とするが、これについては
、詳細に後述する。
【００４６】
　そして、前記絶縁層２４上には、このソース電極２５及びドレイン電極２６を覆うよう
に、パッシベーション層２７が形成され、このパッシベーション層２７上には、ドレイン
電極２６とコンタクトされる有機発光素子３の第１電極３１が形成される。
【００４７】
　前記パッシベーション層２７上には、前記第１電極３１の一部を露出させる画素定義膜
２９が形成され、画素定義膜２９に露出された第１電極３１の上部に、有機層３２及び第
２電極３３が形成される。
【００４８】
　詳細には、画素定義膜(ＰＤＬ：Ｐｉｘｅｌ Ｄｅｆｉｎｉｎｇ Ｌａｙｅｒ)２９は、第
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１電極３１のエッジを覆うように備えられる。この画素定義膜２９は、発光領域を定義す
る役割以外に、第１電極３１のエッジと第２電極３３との間隔を広めて、第１電極３１の
エッジ部分で電界が集中する現象を防止することによって、第１電極３１と第２電極３３
との短絡を防止する役割を行う。
【００４９】
　前記第１電極３１は、各画素別にパターニングされるように備えられる。
【００５０】
　第２電極３３の方向に画像を具現する前面発光型構造の場合、前記第１電極３１は、反
射型電極で備えられうる。このために、Ａｌ、Ａｇなどの合金で備えられた反射膜を備え
るようにする。
【００５１】
　前記第１電極３１をアノード電極として使用する場合、仕事関数(絶対値)の高いＩＴＯ
、ＩＺＯ、ＺｎＯなどの金属酸化物からなる層を含むようにする。前記第１電極３１をカ
ソード電極として使用する場合には、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ
、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａなどの仕事関数(絶対値)の低い高導電性の金属を使用する。し
たがって、この場合には、前述した反射膜は、不要になる。
【００５２】
　前記第２電極３３は、透光型電極で備えられうる。このために、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐ
ｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａなどを薄膜で形成した半透過反射
膜を備えるか、またはＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯなどの透光性金属酸化物を含みうる。前記
第１電極３１をアノードとする場合、第２電極３３は、カソードとし、前記第１電極３１
をカソードとする場合、前記第２電極３３は、アノードとする。
【００５３】
　前記第１電極３１と第２電極３３との間に介された有機層３２は、正孔注入輸送層、発
光層、電子注入輸送層がいずれもまたは選択的に積層されて備えられうる。但し、発光層
は、必須的に備える。
【００５４】
　一方、図面に示していないが、前記第２電極３３上には、保護層がさらに形成され、ガ
ラスによって密封されうる。
【００５５】
　以下では、本発明の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置のうち、ソース電極２
５及びドレイン電極２６について詳細に説明する。
【００５６】
　従来の有機発光ディスプレイ装置のソース/ドレイン電極の場合、ゲート電極の両端部
を覆うように形成され、したがって、ソース/ドレイン電極は、ゲート電極のコーナーを
過ぎる部分で一定程度傾斜した部分が発生する。しかし、ゲート電極のコーナーとソース
/ドレイン電極との間の強いフィールド(ｆｉｅｌｄ)によって、ソース/ドレイン電極の傾
斜した部分で絶縁破壊が発生する可能性が存在し、したがって、これによる不良が発生す
る可能性が存在した。
【００５７】
　このような問題点を解決するために、本発明の一実施形態に関する有機発光ディスプレ
イ装置は、ソース/ドレイン電極の傾斜した部分をパターニングして除去した後、画素電
極の形成時、相互分離された二つの部分を電気的に画素電極と同じ層に連結させることに
よって、ゲートのコーナー及びソース/ドレインの傾斜した部分から発生するフィールド
によって、絶縁破壊現象の発生を防止することを一特徴とする。
【００５８】
　詳細には、絶縁層２４にホールを形成し、金属または導電性金属酸化物などの物質を絶
縁層２４上に塗布し、これをパターニングして、ソース電極２５及びドレイン電極２６を
形成するにおいて、前記パターニング時にソース電極２５とドレイン電極２６とのそれぞ
れ中間部分、すなわち、ゲート電極２１のコーナー部と対応する位置に傾斜して形成され
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た部分をパターニングして除去する。それにより、ソース電極２５は、相互分離されて形
成された第１ソース電極２５ａと第２ソース電極２５ｂとを含む。ここで、第１ソース電
極２５ａは、活性層２３の上部に形成され、第２ソース電極２５ｂは、活性層２３が形成
されていない部分に形成される。この時、第１ソース電極２５ａと第２ソース電極２５ｂ
とは、それぞれ傾斜した部分なしに平坦に形成される。同様に、第１ドレイン電極２６ａ
は、活性層２３の上部に形成され、第２ドレイン電極２６ｂは、活性層２３が形成されて
いない部分に形成される。この時、第１ドレイン電極２６ａと第２ドレイン電極２６ｂと
は、それぞれ傾斜した部分なしに平坦に形成される。
【００５９】
　次いで、ソース電極２５とドレイン電極２６とを覆うように、パッシベーション層２７
を形成し、このパッシベーション層２７上には、ドレイン電極２６とコンタクトされる有
機発光素子３の第１電極３１を形成する。詳細には、パッシベーション層２７にホールを
形成し、金属または導電性金属酸化物などの物質をパッシベーション層２７上に塗布し、
これをパターニングして、第１電極３１、第３ソース電極２５ｃ及び第３ドレイン電極２
５ｄを形成する。ここで、前記第３ソース電極２５ｃは、第１ソース電極２５ａと第２ソ
ース電極２５ｂとを連結するように形成され、前記第３ドレイン電極２５ｄは、第１ドレ
イン電極２６ａと第２ドレイン電極２６ｂとを連結するように形成される。
【００６０】
　このように、ソース/ドレイン電極の傾斜した部分を除去した後、これをＩＴＯ電極で
連結することによって、ソース/ドレイン電極の傾斜した部分によって発生する絶縁破壊
現象を防止でき、これにより、素子不良が減少する効果が得られる。
【００６１】
　次いで、このような本発明のソース/ドレイン電極についての製造方法を具体的に説明
する。
【００６２】
　図２ないし図１４は、図１による実施形態の製造方法を順次に示した断面図である。
【００６３】
　図２を参照すれば、まず基板１を設ける。このような基板１としては、シリコン(Ｓｉ)
、ガラスまたは有機物材料を使用できる。シリコン(Ｓｉ)基板を使用する場合、熱酸化工
程によって、その表面に絶縁層(図示せず)をさらに形成できる。次いで、基板１上に金属
または導電性金属酸化物などの導電性物質を塗布した後、これをパターニングすることに
よって、ゲート電極２１を形成する。
【００６４】
　次いで、図３を参照すれば、ゲート電極２１の上部に絶縁物質を塗布してパターニング
して、ゲート絶縁層２２を形成する。
【００６５】
　次いで、図４を参照すれば、ゲート電極２１に対応するゲート絶縁層２２上に半導体物
質をＰＶＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）またはＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ Ｌａｙｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）などの
工程で塗布した後にパターニングすることによって、活性層２３を形成する。ここで、半
導体物質は、無機半導体または有機半導体から選択されて形成されうる。また、活性層２
３は、酸化物半導体で形成され、例えば、Ｇ－Ｉ－Ｚ－Ｏ層[ａ(Ｉｎ２Ｏ３)ｂ(Ｇａ２Ｏ
３)ｃ(ＺｎＯ)層](ａ、ｂ、ｃは、それぞれａ≧０、ｂ≧０、ｃ＞０の条件を満足させる
実数)でありうる。
【００６６】
　次いで、図５を参照すれば、活性層２３を覆うように、絶縁層２４を形成する。ここで
、前記絶縁層２４は、エッチング防止層の役割を行える。
【００６７】
　次いで、図６に示したように、絶縁層２４にホール２４ａを形成し、図７に示したよう
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に、金属または導電性金属酸化物などの物質からなる導電層２５０を絶縁層２４上に塗布
した後、図８に示したように、活性層２３の両側部に連結されるようにパターニングする
ことによって、ソース電極２５及びドレイン電極２６を形成する。
【００６８】
　詳細には、導電層２５０が絶縁層２４上に形成されるにおいて、ゲート電極２１のコー
ナー部分に対応する導電層２５０は、傾斜して形成される。この傾斜した部分を含むよう
にソース/ゲート電極が形成される場合、ゲート電極のコーナーとソース/ドレイン電極と
の強いフィールドによって、ソース/ドレイン電極の傾斜した部分で絶縁破壊が発生する
可能性が存在し、したがって、これによる不良が発生する可能性が存在した。これを解決
するために、本発明の一実施形態に関する有機発光ディスプレイ装置は、ソース/ドレイ
ン電極の傾斜した部分をパターニングして除去する。すなわち、ソース/ドレイン電極を
相互分離された二つの部分で形成する。それにより、ソース電極２５は、相互分離されて
形成された第１ソース電極２５ａと第２ソース電極２５ｂとを含む。ここで、第１ソース
電極２５ａは、活性層２３の上部に形成され、第２ソース電極２５ｂは、活性層２３が形
成されていない部分に形成される。この時、第１ソース電極２５ａと第２ソース電極２５
ｂとは、それぞれ傾斜した部分なしに平坦に形成される。同様に、第１ドレイン電極２６
ａは、活性層２３の上部に形成され、第２ドレイン電極２６ｂは、活性層２３が形成され
ていない部分に形成される。この時、第１ドレイン電極２６ａと第２ドレイン電極２６ｂ
とは、それぞれ傾斜した部分なしに平坦に形成される。
【００６９】
　次いで、図９に示したように、ソース電極２５及びドレイン電極２６を覆うように、パ
ッシベーション層２７を形成し、図１０に示したように、パッシベーション層２７にホー
ル２７ａ,２７ｂ,２７ｃ,２７ｄ,２７ｅを形成する。詳細には、第１ホール２７ａは、後
述する第１電極３１と第２ドレイン電極２６ｂとが接触できるように、第２ドレイン電極
２６ｂに対応する領域に形成される。一方、第２ホール２７ｂは、第２ドレイン電極２６
ｂが露出されるように、第２ドレイン電極２６ｂと対応する領域に形成され、第３ホール
２７ｃは、第１ドレイン電極２６ａが露出されるように、第１ドレイン電極２６ａと対応
する領域に形成され、第４ホール２７ｄは、第１ソース電極２５ａが露出されるように、
第１ソース電極２５ａと対応する領域に形成され、第５ホール２７ｅは、第２ソース電極
２５ｂが露出されるように、第２ソース電極２５ｂと対応する領域に形成される。
【００７０】
　次いで、図１１に示したように、金属または導電性金属酸化物などの物質からなる導電
層３０をパッシベーション層２７上に塗布する。この時、前記導電層３０は、前記パッシ
ベーション層２７に形成されたホール２７ａ,２７ｂ,２７ｃ,２７ｄ,２７ｅを充填するよ
うに形成される。
【００７１】
　次いで、図１２に示したように、第１電極３１、第３ソース電極２５ｃ及び第３ドレイ
ン電極２６ｃを形成する。ここで、第１電極３１は、第２ドレイン電極２６ｂとコンタク
トするように形成される。また、前記第３ソース電極２５ｃは、第１ソース電極２５ａと
第２ソース電極２５ｂとを連結するように形成され、前記第３ドレイン電極２６ｃは、第
１ドレイン電極２６ａと第２ドレイン電極２６ｂとを連結するように形成される。このよ
うに、相互分離されたソース/ドレイン電極を連結する第３ソース電極２５ｃ及び第３ド
レイン電極２６ｃを、第１電極３１と同じ層に同じ物質で形成することによって、別途の
マスク工程を追加せずとも、絶縁破壊現象を防止する効果が得られる。
【００７２】
　次いで、図１３に示したように、パッシベーション層２７上には、絶縁物質で形成され
た画素定義膜２８を形成し、図１４に示したように、第１電極３１の一部が露出されるよ
うに、画素定義膜２８をパターニングして、ホール２９ａを形成する。
【００７３】
　最後に、画素定義膜２８を通じて露出された第１電極３１の上部に有機層３２及び第２
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。
【００７４】
　このように、本発明の有機発光ディスプレイ装置は、ソース/ドレイン電極の傾斜した
部分を除去した後、これをＩＴＯ電極で連結することによって、ソース/ドレイン電極の
傾斜した部分によって発生する絶縁破壊現象を防止でき、これにより、素子不良が減少す
る効果が得られる。
【００７５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、ディスプレイ関連の技術分野に好適に適用可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１　　基板
２　　ＴＦＴ
３　　有機発光素子
２１　　ゲート電極
２２　　ゲート絶縁層
２３　　活性層
２４　　絶縁層
２５　　ソース電極
２５ａ　　第１ソース電極
２５ｂ　　第２ソース電極
２５ｃ　　第３ソース電極
２６　　ドレイン電極
２６ａ　　第１ドレイン電極
２６ｂ　　第２ドレイン電極
２６ｃ　　第３ドレイン電極
２７　　パッシベーション層
２９　　画素定義膜
３１　　第１電極
３２　　有機層
３３　　第２電極
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